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도체 억 치{SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE} 

 상 한  

 술  야 

본  도체 억 치에 한 것 , 특 , 통상 동 시보다도 비   비  상태  

갖는 도체 억 치에 하  합한 것 다. 

 경  술 

DRAM(Dynamic Random Access Memory) 등  도체 억 치에 어 는, 원 압  변동  억 하

 해  원 과 지 과  사 에 안  량( 커플링 커 시 )  치하는 것   행해진

다.  안  량  DRAM  리 에 사 는  커 시  하는 것  고 고 다. 컨 , 

특허 문헌 1에는 복수   커 시  리하여 치함    우수한 량  실 하는 것

 재 어 다. 

그러나, DRAM   커 시 는 가 압  한치(커 시  내압)가 낮  문에, 그 상태 는 고 압 

원  안  량 는 사 할 수 없다. 그래 , 고 압 원에 해 는 복수   커 시  고 압 

원 과 지 과  사 에 직  함  압하고, 각  커 시 에 가 는 압  커 시  내압  

과하지 않도   커 시  에 한 간  여하는  치한다. 컨 , 특허 문헌 

2, 특허 문헌 3에는 복수   커 시  직  하여  안  량에 어 ,  커 시  

 간  지하는 에 해  재 어 다. 

도 8  복수   커 시  직  한 안  량  치한 래  도체 억 치   도시한 

도 다. 도 8에 는 도체 억 치에 어  원에    도시하고 다. 

우 , 비  상태 신 (DPDS)가 우 ( 하, “L” 라 약 함)  경우,  통상 동 시보다도 비 

 는 상태  비  드(Deep Power Down: DPD, 워 다운 드라고도 함)가 아닌 경우에 

해  한다.  , 승압 원 (101)는 도시하지 않   원  공 는 원 압(VDD)

 승압하여 리 어(102)에 승압 압(VPP)  공 한다. 

여 , 승압 압(VPP)  변동  억 하  한 안  량(104)   커 시 (C1, C2)  어 다. 

 커 시 (C1, C2)는 각각 복수   커 시  어 다.  커 시 (C1)  단에 승압 압

(VPP)  공 고,  커 시 (C1)  타단과  커 시 (C2)  단  에 간 (Vbias)가 공

,  커 시 (C2)  타단  지 어 다. 

어스 생 (103)는  커 시 (C1, C2)  에 공 하는 간 (Vbias)  어한다. 어

스 생 (103)는 승압 압(VPP)  검 하고,  커 시 (C1, C2)에 가 는 압  커 시  내압  

과하지 않도  간 (Vbias)  어한다. 

다 에, 비  상태 신 (DPDS)가 하  ( 하, “H”라고 약 함)  경우,  비  드  경

우에 해  한다.  , 비  삭감하  해  승압 원 (101)는  압(VDD)  승압 

동  지하고, 승압 압(VPP)  공 ( 원 )  플  다. 또한, 마찬가지 , 어스 생 

(103)도 동  지하고, 간 (Vbias)  공  플  다. 



도 8에 도시한 래  도체 억 치  동  도 9  참 하여 상  한다. 하에 는,  커 시

(C1, C2)는 량  같  것  한다. 

동시( 간 S1)에 는, 승압 원 (101)  어스 생 (103)는 “L”  비  상태 신

(DPDS)  수신한다. 승압 원 (101)는  원  공 는 원 압(VDD)  승압하여, 

리 어(102)에 공 하는 승압 압(VPP)   압  상승시킨다. 승압 압(VPP)  안  량

(104)  하는  커 시 (C1, C2)에 어  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압  

다. 여 ,  커 시 (C1, C2)는 동 한 량  갖  문에, 간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압 

상승  (1/2)에 한다. 어스 생 (103)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 

통상 동 시( 간 S2)에 는, 승압 원 (101)  어스 생 (103)는 “L”  비  상태 신

(DPDS)  수신한다. 승압 원 (101)는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압

 지한다. 또한,  커 시 (C1, C2)  간 는 승압 압(VPP)  압한 (VPP/2)가  문에, 

어스 생 (103)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 

그리고, 비  드시( 간 S3), 승압 원 (101)  어스 생 (103)는 “H”  비 

 상태 신 (DPDS)  수신한다. “H”  비  상태 신 (DPDS)  수신한 승압 원 (101)  

어스 생 (103)는 비   해  동  지하고, 승압 압(VPP)  간 (Vbias)

 각각  공  플  다.  커 시 (C1, C2)  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압  

(VPP/2)가 다. 

그 후, 비  드시에, 승압 압(VPP)  리 어(102)  누  에 해 지  향해 

 하하게 다. 또한, 간 (Vbias)도 (VPP/2)   하하게 다. 

다 에, 비  드  통상 동  행시( 간 S4)에 는, 승압 원 (101)  어스 

생 (103)는 “L”  비  상태 신 (DPDS)  수신하여 각각 동  개시한다. 승압 원 

(101)는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압  상승시킨다.  커 시 (C1, C2)

 간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압 상승  (1/2)에 한다. 어스 생 (103)는 간 

(Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 

그 후, 승압 압(VPP)   압  고, 간 (Vbias)가 (VPP/2)가 , 통상 동  시 한다. 

 통상 동 시( 간 S5)에 는, 술한 통상 동 시( 간 S2)  마찬가지  동 한다. 

[특허 문헌 1] 본 특허 공개 평  10-12838  공보 

[특허 문헌 2] 본 특허 3399519  공보 

[특허 문헌 3] 본 특허 공개 2006-66018  공보 

 내  

해결 하고 하는 과  

래  도체 억 치에 어 , 동시  통상 동 시에는 어스 생 (103)에 해 간 

(Vbias)가 어 어 지 다. 그러나, 비  드시에는 어스 생 (103)가 지하여 동 하

지 않  문에, 컨  도 10에 도시하는  같  간 (Vbias)가 승압 압(VPP)에 가 워지는 경우

가 다. 도 10에 어 , S1  동시  나타내고, S2는 통상 동 시  나타내고 다. 또한, S3  비 

 드시, S4는 비  드  통상 동  행시, S5는 통상 동 시  나타내고 다(후술

하는 도 11에 어 도 동 함). 

그 후, 비  드  통상 동  행시( 간 S4)에 는, 비  상태 신 (DPDS)  수



신하고, 승압 원 (101)는  압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압  상승시키 , 

어스 생 (103)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 그 문에,  커 시 (C1, 

C2)  간 (Vbias)는 비  드시  압  승압 압(VPP)  압 상승  (1/2) 상승

하고, 통상 동 시에 어  간 (Vbias)  크게 탈하는 경우가 다.  ,  커 시 (C2)

 가 압  커 시  내압보다 큰 압(V1)  ,  커 시 (C2)  나 누   가 등  문

가 생하여 신뢰 에 향  미친다. 

또한, 비  드시에, 컨  도 11에 도시하는  같  간 (Vbias)가 지 에 가 워지

는 경우가 다. 

그 후, 비  드  통상 동  행시( 간 S4)에는, 비  상태 신 (DPDS)  수신

하고, 승압 원 (101)는  압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압  상승시키 , 

어스 생 (103)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다.  커 시 (C1, C2)  간 

(Vbias)는 비  드시  압  승압 압(VPP)  압 상승  (1/2) 상승하고, 통상 

동 시에 어  간 (Vbias)  크게 탈하는 경우가 다.  ,  커 시 (C1)  가 압

 커 시  내압보다 큰 압(V2)  ,  커 시 (C1)  나 누   가 등  문 가 생하

여 신뢰 에 향  미친다. 

 같  래  도체 억 치에 어 는 비  드  통상 동  행시에 간 

(Vbias)  변동에 해 안  량(104)  하는  커 시 (C1, C2)에 커 시  내압  과하는 압

 가 어 리는 경우가 었다. 

본  안  량  하는 직   복수   커 시   간   어할 

수 도  하는 것   한다. 

과  해결수단 

본  도체 억 치는 1 원 압  승압하여 2 원 압  복수  리  갖는 리 

어 에 공 하는 승압 원 , 상  2 원 압  공 하는 원 과 지 사 에 직   

복수  커 시 , 그 직   커 시  에 간  공 하는 어스 생 에 가하

여, 승압 원 가 승압 동  지하는 경우에, 상  2 원 압  치  낮 는 클램프   

비한다. 

본 에 , 승압 원 가 승압 동  지하는 경우에, 클램프 가 2 원 압  치  

클램프하여 그 후  통상 동  행시에 간 가 2 원 압측 나 지 측  크게 탈

하는 것  지할 수 다. 

 과 

본 에 , 승압 원 가 승압 동  지하는 경우에, 클램프 가 2 원 압  치  

클램프함 , 그 후  통상 동  행시에 간 가 2 원 압측 나 지 측  크게 

탈하는 것  지하여, 각 커 시 에 내압  과하는 압  가 지 않도  간   어할 

수 다. 라 , 커 시  나 누   가 등  문 가 생하는 것  지하고, 신뢰  보할 

수 다. 

 실시  한 체  내  

하, 본  실시 태  도 에 하여 한다. 

도 1  본  실시 태에  도체 억 치   도시한 도 , 여 는 본  

 특징만  나타내고 다. 



승압 원 (11)는 도시하지 않   원  공 는 원 압(VDD)  승압하여 리 어

(12)에 승압 압(VPP)  공 한다. 여 , 리 어(12)는 후술하는  같  컨  DRAM  

리 어 ,  커 시 ( 리  커 시 )에 해 는 복수  리  갖는다. 

안  량(14)  승압 압(VPP)  변동  억 하  한 것 , 복수  커 시 (C1, C2)  어 

다. 커 시 (C1, C2)는 리 에 사 는 커 시  동 한  커 시  하여 어 다. 

 커 시 (C1)  단에는 승압 압(VPP)  공 고,  커 시 (C1)  타단과  커 시 (C2)  

단  ,  커 시 (C2)  타단  지 어 다. , 안  량(14)  하는 커 시 (C1, C2)

는 승압 압(VPP)  공 하는 공 ( 원 )과 지  사 에 직  어 다. 또한,  커 시

(C1)  타단과  커 시 (C2)  단  에는 간 (Vbias)가 공 어 다. 

어스 생 (13)는 승압 압(VPP)  검 하여,  커 시 (C1, C2)  가 압  커 시  내압

 과하지 않도   커 시 (C1과 C2)  에 공 하는 간 (Vbias)  어한다. 간 

(Vbias)는, 컨   커 시 (C1, C2)  량비에 라 승압 압(VPP)  압한 ,  커 시

(C1, C2)  량  같  경우에는 VPP/2(또는 략 VPP/2)가 다. 

클램프 (15)는 승압 압(VPP)  치  낮  한 ,  승압 압(VPP)  공 하는 공 (

원 )    클램프하는 다. 

승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15)에는 통상 동 시보다도 비  는 

상태  비  드( 워 다운 드) 지 여  나타내는 비  상태 신 (DPDS)가 공 어 

다. 본 실시 태에 는, 비  상태 신 (DPDS)가 하  (“H”)  에 비  드 고, 우 

(“L”)  에는 비  드가 아닌, 컨  통상 동  상태  한다. 승압 원 (11), 어스 

생 (13)  클램프 (15)는 비  상태 신 (DPDS)에 라 동  어 다. 

체 는, 비  상태 신 (DPDS)가 “L”  경우, 승압 원 (11)는  원  공

는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)  공 하고, 어스 생 (13)는 승압 압(VPP)  

검 하여 간 (Vbias)  어한다. 비  상태 신 (DPDS)가 “L”  경우, 클램프 (15)는 클

램프 동  행하지 않는다. 

한편, 비  상태 신 (DPDS)가 “H”  경우,  비  드시에는, 승압 원 (11)  

어스 생 (13)는 동  지하고, 그  플  다. 또한, 비  상태 신 (DPDS)가 

“H”  경우, 클램프 (15)가 동 하고, 승압 압(VPP)   압  클램프 다. , 비  

상태 신 (DPDS)가 “H”  경우에는 간 (Vbias)  공  플  고, 승압 압(VPP)  클램프 

(15)에 해  압  낮 어  클램프 다. 

( 1 실시 태) 

본  1 실시 태에 해  한다. 

도 2는 1 실시 태에 어  도체 억 치   도시한 도 다.  도 2에 어 , 도 1에 

도시한 블  등과 동 한 능  갖는 블  등에는 동 한  고, 복하는  생략한다. 

1 실시 태에 어  도체 억 치는 도 2에 도시하는  같  클램프 (15A)가 승압 압

(VPP)  공 과 지 사 에  스 칭  어 다. 체 는, 클램프 (15A)는 스

칭  n채  MOS 트랜지스 ( 하, nMOS 트랜지스 라 약칭함)(M1)  어 다. nMOS 

트랜지스 (M1)  드  승압 압(VPP)  공 에 고, 스는 지 어 다. 또한, nMOS 트랜

지스 (M1)  게 트에는 비  상태 신 (DPDS)가 공 어 다. 

비  상태 신 (DPDS)가 “H”  경우에는, nMOS 트랜지스 (M1)는  상태가 어 승압 압(VPP)

 지에 단락시킨다[승압 압(VPP)  지  클램프함]. 한편, 비  상태 신 (DPDS)가 “L”



 경우에는, nMOS 트랜지스 (M1)는 프 상태가 어 승압 압(VPP)  클램프 동  행하지 않는다. 

1 실시 태에 어  도체 억 치  동  도 3  참 하여 한다. 하에 는,  커 시

(C1, C2)는 량  같  것  한다. 

동시( 간 S1)에, 승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15A)는 “L”  비  

상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는  원  공 는 원 압(VDD)  승압하

여 리 어(12)에 공 하는 승압 압(VPP)   압  상승시킨다. 승압 압(VPP)  안  

량(14)  하는  커 시 (C1, C2)에 어  간 (Vbias)는  커 시 (C1, C2)  량비에 

 승압 압(VPP)  압  다.  커 시 (C1, C2)는 동 한 량  갖  문에, 간 

(Vbias)는 승압 압(VPP)  압 상승  (1/2)에 한다. 어스 생 (13)는 간 (Vbias)  

(VPP/2)  하도  동 한다. 클램프 (15A)는 비  상태 신 (DPDS)가 “L”  문에, nMOS 

트랜지스 (M1)가 프 상태가 어 승압 압(VPP)  클램프 동  행하지 않는다. 

통상 동 시( 간 S2)에, 승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15A)는 “L”  비 

 상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)  

 압  지한다. 또한,  커 시 (C1, C2)  간 는 승압 압(VPP)  압한 (VPP/2)가 

 문에, 어스 생 (13)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 클램프 (15A)는 

승압 압(VPP)  클램프 동  행하지 않는다. 

그리고, 비  드시( 간 S3), 승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15A)는 

“H”  비  상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는 비   해  동  

지한다. 또한, 클램프 (15A)는 nMOS 트랜지스 (M1)가  상태가 어, 승압 압(VPP)  지 

 클램프한다.  커 시 (C1, C2)  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  지  문에 지 

가 다. 또한, 어스 생 (13)는 비   해  동  지하고, 간 (Vbias)  

공  플  다. 

다 에, 비  드  통상 동  행시( 간 S4)에, 승압 원 (11), 어스 생 

(13)  클램프 (15A)는 “L”  비  상태 신 (DPDS)  수신한다. 라 , 승압 원 (11) 

 어스 생 (13)는 각각 동  시 하고, 클램프 (15A)는 클램프 동  행하지 않는다. 승압 

원 (11)는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압  상승시킨다.  커 시

(C1, C2)  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압 상승  (1/2)에 한다. 어스 생 (13)는 

간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 

그 후, 승압 압(VPP)   압  고, 간 (Vbias)가 (VPP/2)가 , 통상 동  시 한다. 

 통상 동 시( 간 S5)에 는, 술한 통상 동 시( 간 S2)  마찬가지  동 한다. 

상, 1 실시 태에 , 비  드시에 클램프 (15A)가 승압 압(VPP)  지  클

램프함 , 비  드  통상 동  행시에, 승압 압(VPP)  간 (Vbias)는 

 지  압  상승한다. 그 문에, 간 (Vbias)는 승압 압(VPP)측 도 지 

측 도 탈하지 않고 (VPP/2)가 다. 라 ,  커 시 (C1, C2)에 그 커 시  내압  과하는 압

 가 지 않도  간 (Vbias)   어할 수 어  커 시  나 누   가 등  

문 가 생하는 것  지하고, 신뢰  보할 수 다. 

( 2 실시 태) 

다 에, 본  2 실시 태에 해  한다. 

도 4는 2 실시 태에 어  도체 억 치   도시한 도 다.  도 4에 어 , 도 1에 

도시한 블  등과 동 한 능  갖는 블  등에는 동 한  고, 복하는  생략한다. 



2 실시 태에 어  도체 억 치는 도 4에 도시하는  같  클램프 (15B)가 2개  nMOS 

트랜지스 (M11, M12)  어 다. nMOS 트랜지스 (M11)  드   게 트는 승압 압(VPP)  

공 에 고, 스는 nMOS 트랜지스 (M12)  드 에 어 다. , nMOS 트랜지스 (M11)

는 다 드 어 다. nMOS 트랜지스 (M12)  스는 지 고, 게 트에는 비  상태 신

(DPDS)가 공 어 다. 

비  상태 신 (DPDS)가 “H”  경우에, nMOS 트랜지스 (M12)는  상태가 어 다 드 

어 는 nMOS 트랜지스 (M11)  스  지에 단락시키  문에, 승압 압(VPP)  nMOS 트랜지스

 계치 압(Vth)에 단락시킨다[승압 압(VPP)  압(Vth)에 클램프함]. 한편, 비  상태 신

(DPDS)가 “L”  경우에는, nMOS 트랜지스 (M12)는 프 상태가 어 클램프 동  행해지지 않는다. 

2 실시 태에 어  도체 억 치  동  도 5  (a)  참 하여 한다. 또한,  커 시

(C1, C2)는 량  같  것  한다. 도 5  (a)에 어 는, 어스 생 (13)가 지하여 동 하지 

않는 비  드시에 간 (Vbias)가 승압 압(VPP)에 가 워지는 경우  나타내고 다. 

동시( 간 S1)에, 승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15B)는 “L”  비  

상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는  원  공 는 원 압(VDD)  승압하

여 리 어(12)에 공 하는 승압 압(VPP)   압  상승시킨다. 승압 압(VPP)  안  

량(14)  하는  커 시 (C1, C2)에 어  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압  

다.  커 시 (C1, C2)는 동 한 량  갖  문에, 간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압 상승

 (1/2)에 한다. 어스 생 (13)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 클램프 

(15B)는 비  상태 신 (DPDS)가 “L”  문에, 승압 압(VPP)  클램프 동  행하지 않는

다. 

통상 동 시( 간 S2)에, 승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15B)는 “L”  비 

 상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)  

 압  지한다. 또한,  커 시 (C1, C2)  간 는 승압 압(VPP)  압한 (VPP/2)가 

 문에, 어스 생 (13)는 간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 클램프 (15B)는 

승압 압(VPP)  클램프 동  행하지 않는다. 

그리고, 비  드시( 간 S3), 승압 원 (11), 어스 생 (13)  클램프 (15B)는 

“H”  비  상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는 비   해  동  

지하지만, 클램프 (15B)는 클램프 동  행하여 승압 압(VPP)  nMOS 트랜지스  계치 압

(Vth)  클램프한다.  커 시 (C1, C2)  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  (1/2)  압한 

(Vth/2)가 다. 또한, 어스 생 (13)는 비   해  동  지하고, 간 

(Vbias)  공  플  다. 

여 , 동시  통상 동 시에는 어스 생 (13)에 해 간 (Vbias)가 어 어 지 지

만, 도 5  (a)에 도시하는 에 는, 비  드시에, 간 (Vbias)는 시간  경과에 라 승압 

압(VPP)과 같  nMOS 트랜지스  계치 압(Vth)에 가 워지는 경우  나타내고 다. 

비  드  통상 동  행시( 간 S4)에, 승압 원 (11), 어스 생 (13) 

 클램프 (15B)는 “L”  비  상태 신 (DPDS)  수신한다. 라 , 승압 원 (11)  

어스 생 (13)는 각각 동  시 하고, 클램프 (15B)는 클램프 동  행하지 않는다. 승압 원 

(11)는 원 압(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압  상승시킨다.  커 시 (C1, 

C2)  간 (Vbias)는 승압 압(VPP)  압 상승  (1/2)만큼 상승한다. 어스 생 (13)는 

간 (Vbias)  (VPP/2)  하도  동 한다. 

 ,  커 시 (C1, C2)  간 (Vbias)는 nMOS 트랜지스  계치 압(Vth)  압  상

승하  문에, Vth＋(VPP－Vth)/2＝VPP/2＋Vth/2가 다. , 비  드  통상 동  

행시에  커 시 (C1, C2)  간 (Vbias)는 거  승압 압(VPP)  (1/2)  다. 



그 후, 승압 압(VPP)   압  고, 간 (Vbias)가 (VPP/2)가 , 통상 동  시 한다. 

 통상 동 시( 간 S5)에는, 술한 통상 동 시( 간 S2)  마찬가지  동 한다. 

2 실시 태에 어  도체 억 치  다  동  도 5  (b)  참 하여 한다. 또한,  커

시 (C1, C2)는 량  같  것  한다. 도 5  (b)에 어 는, 어스 생 (13)가 지하여 동

하지 않는 비  드시에 간 (Vbias)가 지 에 가 워지는 경우  나타내고 다. 

동시( 간 S1), 통상 동 시( 간 S2)  비  드시( 간 S3)  동  도 5  (a)  참 하여 

한 동 과 동 하  문에  생략한다. 단, 도 5  (b)에 도시하는 에 는, 비  드시에, 

간 (Vbias)가 시간  경과에 라 지 가 는 것  한다. 

비  드  통상 동  행시( 간 S4)에, 승압 원 (11), 어스 생 (13) 

 클램프 (15B)는 “L”  비  상태 신 (DPDS)  수신한다. 승압 원 (11)는 원 압

(VDD)  승압하여 승압 압(VPP)   압  상승시킨다.  커 시 (C1, C2)  간 

(Vbias)는 승압 압(VPP)  압 상승  (1/2)만큼 상승한다. 어스 생 (13)는 간 (Vbias)

 (VPP/2)  하도  동 한다. 클램프 (15B)는 클램프 동  행하지 않는다. 

 ,  커 시 (C1, C2)  간 (Vbias)는 지  압  상승하  문에, (VPP－Vth)/2

＝VPP/2－Vth/2가 다. , 비  드  통상 동  행시에  커 시 (C1, C2)  

간 (Vbias)는 거  승압 압(VPP)  (1/2)  다. 

그 후, 승압 압(VPP)   압  고, 간 (Vbias)가 (VPP/2)가 , 통상 동  개시한다. 

 통상 동 시( 간 S5)에 는, 통상 동 시( 간 S2)  마찬가지  동 한다. 

2 실시 태에 , 비  드시에 클램프 (15B)가 승압 압(VPP)  nMOS 트랜지스  

계치 압(Vth)  클램프함 , 비  드  통상 동  행시에 간 (Vbias)

는 승압 압(VPP)측 도 지 측 도 크게 탈하지 않고 거  (VPP/2)가 다. 라 ,  커 시

(C1, C2)에 그 커 시  내압  과하는 압  가 지 않도  간 (Vbias)   어할 수 

어  커 시  나 누   가 등  문 가 생하는 것  지하고, 신뢰  보할 수 다. 

(본 실시 태에  도체 억 치  체 ) 

도 6  본  실시 태에  도체 억 치  체  도시하는 블 도 다.  도 6에 어

, 도 1에 도시한 블  등과 동 한 능  갖는 블  등에는 동 한  고 다. 

본 실시 태에  도체 억 치(20)는 커맨드 어 (21), 동  어 (22), 어드 스  

(23), 어드 스 (24),   (25), 승압 원 (11), 리 어(12), 어스 생 

(13), 안  량(14)  클램프 (15)  갖는다. 

커맨드 어 (21)는 칩 에 블 신 (/CE1, CE2), 아웃  에 블 신 (/OE)  라 트 에 블 신

(/WE)   커맨드(CMD)  수신한다. 커맨드 어 (21)는 수신한  커맨드(CMD)  해독하고, 

해독 결과  내  커맨드 신  동  어 (22)에 한다. 내  커맨드 신 에 해 시 는 커맨

드 는, 독 커맨드,  커맨드, 비  드 커맨드 등  다. 컨 ,  커맨드(CMD)  

하는 칩 에 블 신 (CE2)  “L”  함 , 도체 억 치(20)  비  상태  하고, 칩 에

블 신 (CE2)  “H”  함 , 도체 억 치(20)  통상 동  상태  할 수 다. 

동  어 (22)는 커맨드 어 (21)  공 는 내  커맨드 신 ( 독 커맨드,  커맨드, 

비  드 커맨드 등)  도체 억 치(20)  내 에  생 는 리프 시 커맨드에 라 리 

어(12)에 하여 독 동 ,  동   리프 시 동  행하  한 타  신 나 비  상태 신

(DPDS)  생 한다. 또한, 동  어 (22)는 내  커맨드 신  독 커맨드 또는  커맨드 , 내

에  생 는 리프 시 커맨드가 경합하는 경우에, 들 커맨드  하는 아비 (도시하지 않 )  갖는



다. 또한, 리프 시 커맨드는 리프 시 타 (도시하지 않 )에 해 주  생 다. 

동  어 (22)에 해 생  타  신 는 리 어(12)    (25) 등에 공

다. 또한, 동  어 (22)에 해 생  비  상태 신 (DPDS)는 승압 원 (11), 어스 

생 (13)  클램프 (15) 등에 공 다. 

어드 스  (23)는 어드 스 단  통해  어드 스 신 (ADD)  수신하고, 수신한  어드

스 신 (ADD)  어드 스 (24)에 공 한다. 어드 스 (24)는 어드 스  (23)  공

는  어드 스 신 (ADD)  드하고, 그 드 신  리 어(12)에 한다. 

  (25)는 독 동 시에 리 어(12)  공통  스  통해 는 독 

,   단  통해  신 (DAT)  한다. 또한,   (25)는,  동

시에는   단  통해  신 (DAT)  는   수신하고, 수신한  

 공통  스  통해 리 어(12)  한다.   (25)에 어   

 동  동  어 (22)  타  신 에 하여 행해진다. 

승압 원 (11)는 동  어 (22)  비  상태 신 (DPDS)  수신하고, 비  상

태 신 (DPDS)가 “L”  경우,  비  드가 아닌 경우에는, 도시하지 않  원  공 는 

원 압(VDD)  승압하여, 리 어(12)에 공 하는 승압 압(VPP)   압  상승시킨다. 

한편, 비  상태 신 (DPDS)가 “H”  경우,  비  드라 , 승압 원 (11)는 원 

압(VDD)  승압 동  지한다. 

리 어(12)는 DRAM  리 어 , 리  어 (26), 워드 (27), 스 앰프(28)  

칼럼 (29)  갖는다. 리  어 (26)는 어  치  복수  리 (다 내믹 리 

)  가지 , 각 리   트랜지스    억하  한  커 시  포함한다. 또한, 

리  어 (26)는 각 리   트랜지스  게 트에  워드    트랜지스  

  드에  비트  갖는다. 

워드 (27)는 공 는 드 신  우 드 신 에 라 복수  워드  에  어느 하나  워드

 택한다. 스 앰프(28)는 컨  독 동 시에 비트  통해 리  독 는  신

량  폭한다. 칼럼 (29)는 공 는 드 신  칼럼 드 신 에 라 비트 에 독 어 

스 앰프(28)  폭  독  공통  스에 달하거나 또는 공통  스  통해 공 는 

  비트  달하  한 칼럼 스 치  어하는 어 신  한다. 

안  량(14)  승압 압(VPP)  변동  억 하  한 것 , 승압 압(VPP)  공 하는 공

( 원 )과 지  사 에 직   복수  커 시 (C1, C2)  어 다. 커 시 (C1, C2)는 

리 에 사 는 커 시  동 한  커 시  하여 어 다. 

어스 생 (13)는 동  어 (22)  비  상태 신 (DPDS)  수신하여 비  

상태 신 (DPDS)가 “L” ( 비  드가 아닌) 경우에는 안  량(14)   커 시 (C1, C2)에 

가 는 압  커 시  내압  과하지 않도   커 시 (C1과 C2)  에 공 하는 간 

(Vbias)  어한다. 한편, 비  상태 신 (DPDS)가 “H” ( 비  드 ) 경우에는 어스 

생 (13)는 동 하지 않는다. 

클램프 (15)는 동  어 (22)  비  상태 신 (DPDS)  수신하여 비  상태 

신 (DPDS)가 “L” ( 비  드가 아닌) 경우에는 동 하지 않는다. 한편, 클램프 (15)는 비 

 상태 신 (DPDS)가 “H” ( 비  드 ) 경우에는 승압 압(VPP)  치에 클램프한다. 

또한, 술한 각 실시 태에 어 는, 안  량(14)  하는 직    커 시 (C1, C2)  

에 공 는 간 (Vbias)는  커 시 (C1, C2)  량비에 라 승압 압(VPP)  압한 

 하고 지만, 것에 한 지 않는다.  커 시 (C1, C2)에 가 는 압  각각  커 시  내압  



과하지 않도  하는  고,  커 시 (C1)  내압  VC1,  커 시 (C2)  내압  VC2  하

, 간 (Vbias)는 (VPP-Vbias)≤VC1, 또 Vbias≤VC2  만 하는  다. 

또한, 술한 실시 태에 는, 안  량(14)  2개   커 시 (C1, C2)에 해 고 지만, 2개

에 한 지 않고, 그 상  복수   커 시  직  하여 하도  하여도 다. 그 경우에는, 안

 량(14)  하는 각  커 시  에 하게 간 (Vbias)  공 하도  하여 어

스 생 (13)에 해 각 간 (Vbias)   어하  다. 

다 에, 술한 실시 태에 어  도체 억 치 , 도체 억 치에  커맨드(CMD)  공 하

여 도체 억 치  동  상태  어할 수 는 CPU( 어 치)  갖는  치  한   

치에 해  한다. 

도 7  본 실시 태에 어   치  한   치   도시한 블 도 다. 본

  래    치  동 하 , 안 나(31)  비한 수신 (32) , 신 신  변 , 수신 

신  복   과  별 처리하는  신  처리 (33) ,  하는  

(34) , 신    수신  복 에 한 처리  행하는 DSP(Digital Signal 

Processor)(35) , 수신  어  각 능  통  어하여 각 능  실 시키는 CPU(36) , 

처리 프 그램 나 수신  등  하는 리 (37) , 나 지시  등  하는 

(38) ,  시하는 시 (39)  어 다. 

리 (37)는 술한 승압 원 (11), 리 어(12), 어스 생 (13),  커 시  

는 안  량(14),  클램프 (15)  갖는 본  실시 태에 어  도체 억 치(20)  

다. 리 (37)는 CPU(36)   커맨드(CMD)가 공 고,   커맨드(CMD)에 해 

리 어(12)  동  드(동  상태)가 어 다. 컨 , 리 (37)에 는, CPU(36)   커

맨드(CMD)에 라  독 동 나  동  행해진다. 또한, 컨  리 (37)  동  상태가 

CPU(36)   커맨드(CMD)에 라 통상 동  상태나 비  드 상태  고, 리

(37)  사 하지 않는 경우에는, CPU(36)   커맨드(CMD)에 한 비  드 커맨드에 

해 비  도  리 (37)  동  지하거나 또는  한할 수 다. 

또한, 상  실시 태는  본  실시하는  어  체  그   도시한 것에 과하고, 

들에 해 본  술  가 한  해 어 는 안 는 것 다. , 본  그 술 사상 

또는 그 주 한 특징에  어나지 않게 여러 가지 태  실시할 수 다. 

본  여러 가지 태   하에 나타낸다. 

(  1) 복수  리  갖는 리 어 , 

1 원 압  승압하여 2 원 압  상  리 어 에 공 하는 승압 원 , 

상  승압 원  상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에 직   1 

 2 커 시 , 

상  1 커 시  상  2 커 시  에 간  공 하는 어스 생 , 

상  승압 원 가 승압 동  지하는 경우에, 상  2 원 압  치  낮 는 클램프  

포함하는 것  특징  하는 도체 억 치. 

(  2) 상  클램프 는 비  드시에 상  2 원 압  치  낮 는 것  특징  하

는  1에 재한 도체 억 치. 

(  3) 상  클램프 는 상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에  스 칭 



 것  특징  하는  1에 재한 도체 억 치. 

(  4) 상  클램프 는 상  2 원 압  지  낮 는 것  특징  하는  1에 재한 

도체 억 치. 

(  5) 상  클램프 는, 드  상  2 원 압  공 하는 원 에 고, 스가 지 , 

게 트에 상  비  드 지 여  나타내는 신 가 공 는 트랜지스  포함하는 것  특징

 하는  2에 재한 도체 억 치. 

(  6) 상  클램프 는, 드   게 트가 상  2 원 압  공 하는 원 에  1 트랜

지스 , 드  상  1 트랜지스  스에 고, 스가 지 , 게 트에 상  비  

드 지 여  나타내는 신 가 공 는 2 트랜지스  포함하는 것  특징  하는  2에 재한 

도체 억 치. 

(  7) 상  1  2 커 시 는 리  커 시  하여 는 것  특징  하는  1에 

재한 도체 억 치. 

(  8) 상  간 는 직   상  1  상  2 커 시  량비에 라, 상  2 원 압

 압한  것  특징  하는  1에 재한 도체 억 치. 

(  9) 상  1  상  2 커 시  량  같고, 상  간 는 상  2 원 압  (1/2) 또는 

거  (1/2)   것  특징  하는  1에 재한 도체 억 치. 

(  10) 상  간 는 상  1  상  2 커 시 에 각각 가 는 압  내압  과하지 않는 

 것  특징  하는  1에 재한 도체 억 치. 

(  11) 는  커맨드에 라, 상  비  드 상태  통상 동  상태   가능한 것  

특징  하는  1에 재한 도체 억 치. 

(  12) 복수  리  갖는 리 어 , 

1 원 압  승압하여 2 원 압  상  리 어 에 공 하는 승압 원 , 

상  승압 원  상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에 직   복수

 커 시 , 

상  직   커 시  에 간  공 하는 어스 생 , 

상  승압 원 에 한 승압 동  지 는 비  드시에 상  2 원 압  치  낮

는 클램프  포함하는 것  특징  하는 도체 억 치. 

(  13) 상  클램프 는 상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에  스 칭 

 것  특징  하는  12에 재한 도체 억 치. 

(  14) 상  클램프 는, 드  상  2 원 압  공 하는 원 에 고, 스가 지

, 게 트에 상  비  드 지 여  나타내는 신 가 공 는 트랜지스  포함하는 것  특징

 하는  12에 재한 도체 억 치. 

(  15) 상  클램프 는, 드   게 트가 상  2 원 압  공 하는 원 에  1 트

랜지스 , 드  상  1 트랜지스  스에 고, 스가 지 , 게 트에 상  비  

드 지 여  나타내는 신 가 공 는 2 트랜지스  포함하는 것  특징  하는  12에 재



한 도체 억 치. 

(  16) 상  복수  커 시 는 각각 리  커 시  하여 는 것  특징  하는  

12에 재한 도체 억 치. 

(  17) 각 커 시 에 각각 가 는 압  내압 하  하는 상  간  상  직   커 시

 에 공 하는 것  특징  하는  12에 재한 도체 억 치. 

(  18) 복수  리  갖는 리 어 , 1 원 압  승압하여 2 원 압  상  

리 어 에 공 하는 승압 원 , 상  승압 원  상  2 원 압  공 하는 원

과 지  사 에 직   복수  커 시 , 상  직   커 시  에 간  

공 하는 어스 생 , 비  드시에 상  2 원 압  치  낮 는 클램프  

포함하는 도체 억 치 , 

상  도체 억 치에 하여 커맨드  하고,  커맨드에 해 상  도체 억 치  동  상태  

어할 수 는 어 치  포함하는 것  특징  하는  치. 

특허청   

 

청 항 1. 

복수  리  갖는 리 어 ; 

1 원 압  승압하여 2 원 압  상  리 어 에 공 하는 승압 원 ; 

상  승압 원  상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에 직   1 

 2 커 시 ; 

상  1 커 시  상  2 커 시  에 간  공 하는 어스 생 ; 

상  승압 원 가 승압 동  지하는 경우에, 상  2 원 압  치  낮 는 클램프  

 포함하는 것  특징  하는 도체 억 치. 

 

청 항 2. 

1항에 어 , 상  클램프 는 비  드시에 상  2 원 압  치  낮 는 것  특징

 하는 도체 억 치. 

 

청 항 3. 

1항에 어 , 상  클램프 는 상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에  스

칭  것  특징  하는 도체 억 치. 

 

청 항 4. 

2항에 어 , 상  클램프 는, 드  상  2 원 압  공 하는 원 에 고, 스가 



지 , 게 트에 상  비  드 지 여  나타내는 신 가 공 는 트랜지스  포함하는 것

 특징  하는 도체 억 치. 

 

청 항 5. 

2항에 어 , 상  클램프 는, 드   게 트가 상  2 원 압  공 하는 원 에  

1 트랜지스 , 드  상  1 트랜지스  스에 고, 스가 지 , 게 트에 상  

비  드 지 여  나타내는 신 가 공 는 2 트랜지스  포함하는 것  특징  하는 도체 

억 치. 

 

청 항 6. 

1항 내지 5항  어느 한 항에 어 , 상  1  2 커 시 는 리  커 시  하여 

는 것  특징  하는 도체 억 치. 

 

청 항 7. 

2항에 어 , 는  커맨드에 라, 상  비  드 상태  통상 동  상태   가능한 

것  특징  하는 도체 억 치. 

 

청 항 8. 

복수  리  갖는 리 어 ; 

1 원 압  승압하여 2 원 압  상  리 어 에 공 하는 승압 원 ; 

상  승압 원  상  2 원 압  공 하는 원 과 지  사 에 직   복수

 커 시 ; 

상  직   커 시  에 간  공 하는 어스 생 ; 

상  승압 원 에 한 승압 동  지 는 비  드시에 상  2 원 압  치  낮

는 클램프  

 포함하는 것  특징  하는 도체 억 치. 

 

청 항 9. 

8항에 어 , 상  복수  커 시 는 각각 리  커 시  하여 는 것  특징  하는 

도체 억 치. 

 

청 항 10. 

복수  리  갖는 리 어 , 1 원 압  승압하여 2 원 압  상  리 어 에 

공 하는 승압 원 , 상  승압 원  상  2 원 압  공 하는 원 과 지  



사 에 직   복수  커 시 , 상  직   커 시  에 간  공 하는 

어스 생 , 비  드시에 상  2 원 압  치  낮 는 클램프  포함하는 

도체 억 치 ; 

상  도체 억 치에 하여 커맨드  하고,  커맨드에 해 상  도체 억 치  동  상태  

어할 수 는 어 치 

 포함하는 것  특징  하는  치. 

도  간단한  

도 1  본  실시 태에  도체 억 치   특징  도시한 도. 

도 2는 1 실시 태에  도체 억 치   특징  도시한 도 . 

도 3  1 실시 태에 어  각 상태에  압 변  도시한 도 . 

도 4는 2 실시 태에  도체 억 치   특징  도시한 도 . 

도 5는 2 실시 태에 어  각 상태에  압 변  도시한 도 . 

도 6  본  실시 태에  도체 억 치   도시한 블 도. 

도 7  본  실시 태에 어   치  한   치   도시한 도 . 

도 8  래  도체 억 치   도시한 도 . 

도 9는 래  도체 억 치에  각 상태에  압 변  도시한 도 . 

도 10  래  도체 억 치에 어  문  하  한 도 . 

도 11  래  도체 억 치에 어  문  하  한 도 . 

〈도  주  에 한  〉 

11 : 승압 원  

12 : 리 어 

13 : 어스 생  

14 : 안  량 

15 : 클램프  

20 : 도체 억 치 

21 : 커맨드 어  

22 : 동  어  



23 : 어드 스   

24 : 어드 스  

25 :    

31 : 안 나 

32 : 수신  

33 :  신  처리  

34 :   

35 : DSP 

36 : CPU 

37 : 리  

38 :  

39 : 시  

101 : 승압 원  

102 : 리 어 

103 : 어스 생  

104 : 안  량 
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